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Wskaźnik typu przewodnictwa elektrycznego 
materiałów półprzewodnikowych

WSTĘP

W praktyce laboratoryjnej oraz w procesie technologicznym produkcji 

materiałów półprzewodnikowych zachodzi s ta ła  potrzeba określenia typu 

przewodnictwa (n lub p ) badanych materiałów.

Typ przewodnictwa elektrycznego określa s ię  przede wszystkim na pod­

stawie (1 ): a ) efektu Seebecka, b) efektu Hala.

Celem pracy je s t  przedstawienie nowej metody określania typu przewod­

nictwa elektrycznego materiałów półprzewodnikowych oraz układu pomiaro­

wego, służącego do tego celu .

FIZYCZNE PODSTAWY DZIAŁANIA WSKAŹNIKA

Is to ta  metody określenia typu większościowych nośników prądu w mate­

ria łach  półprzewodnikowych polega na wykorzystaniu zjawisk fizycznych wy­

stępujących na styku elektroda -  m ateriał półprzewodnikowy przy przepływie 

przez niego prądu.

Idealne złącze metal -  półprzewodnik powinno wykazywaó własności pro­

stu jące lub omowe w zależności od pracy w yjścia elektronów z metalu 

i  półprzewodnika oraz od typu przewodnietwa(2 ) ,
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Realne złącze metal -  półprzewodnik wykazuje w łasności prostownicze 

n iezależn ie od rodzaju metalu, przy czym kierunek prostowania zależy od 

typu większościowych nośników prądu w półprzewodniku (3) .

I  tak d la  półprzewodnika typu n złącze metal -  półprzewodnik J e s t  spola­

ryzowane w kierunku przewodzenia^w przypadku.kiedy elektroda ma potencjał 

dodatni w stosunku do półprzewodnika.

Natomiast dla półprzewodnika typu p złącze metal -  półprzewodnik je s t  

spolaryzowane w kierunku przewodzeni a .w przypadku kiedy półprzewodnik aa 

p o ten cjał dodatni w stosunku do e lektrod y .

UKŁAD POMIAROWY WSKAŹNIKA TYPU PRZEWODNICTWA

Schemat układu pomiarowego wskaźnika typu przewodnictwa elektrycznego 

materiałów półprzewodnikowych pokazano na rysunku 1 [A ],

I s to ta  przyrządu polega na tym, że na badany m ateriał półprzewodniko­

wy umieszcza s ię  dwie sondy "prądowe" к , 1 oraz sondę "napięciową" q, 

które włącza s ię  w układ mostkowy Jak na rysunku 1.

Rys. 1 . Układ pomiarowy wskaźnika typu 
przewodnictwa elektrycznego materiałów 

półprzewodnikowych



2 warunku równowagi mostka wynika, że dla jednorodnego m ateriału je s t  

spełniona zależność:

(1)

gdzie :

-  rezystancja m ateriału półprzewodnikowego między sondami к i  q,

-  rezystancja m ateriału półprzewodnikowego między sondami q i  1,

Ponieważ rezystancję Ra 1 ^  są liniową funkcją odległości między son­

dami równanie (1) można zapisać :

(2 )

gd zie:

a -  odległość między sondą k i ą  

b -  odległość między sondą q i  1

W praktyce.ze względu na czułość układu należy najwygodniej dobrać od­

le g ło ś c i między sondami tak. aby:

a » b (3 )

wtedy

Po włączeniu napięcia zasila jącego  sonda q będzie miała różny poten­

c ja ł  od potencjału  punktu d.

I  tak dla m ateriału półprzewodnikowego typu n wskaźnik nierównowagi 

mostka będzie s ię  wychylał w prawo, ponieważ:

U <  U . (5 )q d
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co J e s t  związane z efektem prostującym na złączu  metal -  półprzewodnik. 

Ola złącza  metal -  półprzewodnik typu n kierunek przewodzenia przebiega 

od elektrody do półprzewodnika.

Natomiast d lą  m ateriału półprzewodnikowego typu p wskaźnik nierówno­

wagi mostka będzie s ię  wychylał w lewo, ponieważ

U >  0 (6 )q d

d la  złącza  metal -  półprzewodnik typu p kierunek przewodzenia J e s t  k ie ­

runkiem od półprzewodnika do elektrod y.

WNIOSKI

Reasumując, opisany wskaźnik typu przewodnictwa elektrycznego materia­

łów półprzewodnikowych ma k ilk a  z a le t  w porównaniu z dotychczas stosowa­

nymi metodami:

-  nie wymaga stosowania gorącej sondy pomiarowej Jak w rozwiązaniach 

В». 5 ] ,

-  n ie  wymaga stosowania pola magnetycznego Jak w rozwiązaniach [ 6 ] ,

-  charakteryzuje s ię  wysoką czu ło ścią  oraz p ro sto tą  o b słu g i.
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SKWARY

Operation prin cip le  o f a te s te r  fo r  measuring type o f  a semiconductor 
(n or p ) .

Main design features and parameters o f the te s te r  are d e ta ile d .

РЕЗШЕ

Представлен принцип действия прибора для определения типа электро­
проводности / п  или р /  полипроводниковых материалов.

Представлены основные принципы действия прибора, а также его пара­

м етр!.
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